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Cursul 09

C03 CIRCUITE LOGICE CU TRANZISTOARE BIPOLARE

C03.6 Variante de porti TTL

1. Poarta TTL de mica putere (LPTTL)

Structura electronicd este echivalentd cu cea de la TTL standard, doar ca valoarea
rezistentelor este crescutd de obieci proportional (4 pana la 10 ori). Rezulta in acest caz o
micsorare a puterii absorbite de la sursa de alimentare si cresterea timpilor de propagare. Se
micsoreazad deasemenea §i curentii absorbiti pe intrare i valoarea curentilor disponibili la
iesire.

Exemple:

-firma Fairchild - valorile rezistentelor sunt marite de 4 ori = F;~2 mW si t,~ 20 ns

-firma National Semiconductor - valorile rezistentelor sunt marite de 10 ori = P,~ 1 mW si
t,~33ns
2. Poarta TTL de mare viteza (HTTL)

Structura circuitului este apropiatd de cea standard si este prezentatd in fig.9.4. Se
observa cd valorile rezistentelor sunt sensibil mai mici = P, ~ 22 mW si t,~ 6 ns.

Dupad cum se observa in locul lui T, se +Vee

foloseste o configuratie Darlington (T,,T;), iar 53
R, face ca T, sd lucreze la curenti de emitor nu
foarte mici.

Se micsoreazd 1 Z,, rezultand o

accelerare a incacarii C; la trecerea L — H a

tensiunii de iesire.

< R; Ry
In loc de R, se foloseste sarcina dinamica 370 350
(R;,R;,Ty) care mareste curentul de extractie Ts
ceea ce micsoreaza timpul de comutatie la lui T, fig. 9.4

din saturare in blocare (in special timpul de
stocare)

T, aduce si o modificare a caracteristicii de transfer aga cum se observa in fig.9.5 unde

valoarea lui V; creste ceea ce duce la cresterea MZL .

Pentru tranzistorul compus (T,,T;) se folosesc diverse variante ca in fig.9.6.
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3. Circuite TTL Schottky

Structura este echivalentd cu cea HTTL, rezistentele avand aceeasi valoare, dar cu
exceptia T, tranzistorii sunt Schottky (intre baza si colector se conecteaza o dioda Schottky —

tensiunea directd pe acest contact metal semiconductor fiind de 0.3 mV) Aceste diode au rolul
de a impiedica intrarea in saturatie a tranzistorului si de evitare a reflexiilor.

Pentru aceastd poarta t [ 3 ns (se reduce la jumitate), valoarea V, =0.5V (se
mareste) iar maginea de zgomot pentru nivelul coborat se micsoreaza.
4. Poarta TTL Schottky de mica putere

Schema electrica este asemandtoare cu a portii TTL Schottky, dar rezistentele au valori
mai mari. De exemplu pentru o mérire de 4 ori a rezistentelor se obtine Py 1 2 mW si t 1110
ns.

In ultimul timp se folosesc tranzistori PNP care scad curentii absorbiti pe intrarea
portii TTL.

5. Poarti TTL cu colectorul in gol (open colector)

Portile TTL nu pot fi conectate cu iesirea in paralel (fig.9.7) pentru realizarea functiei
»SAU — cablat". Totusi pentru realizarea acestui lucru s-au contruit porti TTL cu colectorul in
gol. Schema echivalenta este cea din fig.9.8.

4)07 fig. 9.8
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6. Poarta TTL cu trei stari (Three State)

Permit conectarea in paralel a iesirilor.
Structura lor (fig.9.9) este aseméanatoare cu cea TTL
standard care reazlizeaza functia logica ,,SI-NU"

Daca C; este la nivelul ,,1*“ = jonctiunea

BE a T, este polarizatd invers si chiar dacd

jonctiunea BC este polarizata direct = curentul
prin T, =0 (din cauza cd dioda este polarizata

invers)
fig. 9.9
Daca C;=0 = T, intrd In conductie si
blocheaza T, = ca se blocheazd T, = se blocheaza si T, si T, = Z,, foarte mare
Cele 3 stari sunt :
- iegire in 0
- iegire in 1
- lesire In Z, =00
Aceste porti pot fi conectate cu iesirea in paralel dacd la un moment dat este activata o
singurd poarta.




